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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包含：
一基板；

一電路層，設置於該基板的上表面；

一介電層，設置於該電路層的上表面；

一走線層，設置於該電路層的上表面且位於該介電層中；

一金屬緩衝層，設置於該走線層的上表面且位於該介電層中；及

一金屬打線墊，設置於該金屬緩衝層的上表面。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中該走線層包含多個垂直走線，該金屬緩衝層經由該
些垂直走線連接於該電路層。

3.　如請求項 2所述的半導體裝置，其中各該垂直走線連接於該電路層之輸入端或輸出端。
4.　如請求項 2所述的半導體裝置，其中該走線層更包含多個水平走線。
5.　如請求項 4所述的半導體裝置，其中至少一該水平走線係通過相鄰二該垂直走線之間。
6.　如請求項 4所述的半導體裝置，其中至少一該水平走線連接於該電路層之電源端。
7.　如請求項 4所述的半導體裝置，其中至少一該水平走線連接於該電路層之接地端。
8.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包含一鈍化層，該鈍化層形成於該介電層上且包含一
開口，該開口對應於該金屬打線墊。

9.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中該金屬打線墊的材質為鋁。
10.   一種半導體結構，包含：

如請求項 1至 9中任一項所述的半導體裝置；及
多個導線，打線連接於該半導體裝置的該金屬打線墊。

圖式簡單說明

圖 1為半導體裝置之一實施例的剖面示意圖。
圖 2為走線層之一實施例的俯視圖。
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圖 3為半導體結構之一實施例的剖面示意圖。
圖 4A為金屬打線墊對應於開口的區域之一實施例的示意圖。
圖 4B為金屬打線墊對應於開口的區域之另一實施例的示意圖。
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